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１．概要（Summary） 

圧電体は、アクチュエータやセンサとして利用されてい

るだけでなく、最近ではエナジーハーベスタとしても期待

されている。特に、ナノロッド化することで圧電特性が飛躍

的に増加するといった報告[1]もあり、MEMS 技術を利用

した小型のパワージェネレータに関する研究も行われて

いる。多元素で構成される圧電体をMEMSデバイスに用

いるためには、作製方法としてスパッタリング法は最適で

ある。今回、スパッタリングでナノロッドを製造する技術を

開発するために、下地に用いるシリコンピラー群[2]の作

製を、北九州産業学術推進機構（FAIS）のリソグラフィ群

を利用して試みた。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  リソグラフィ装置群 

【実験方法】 

2 インチシリコンウエハをフッ酸処理洗浄したあと、レジ

スト液をスピンコーターで塗布し、あらかじめ設計・作製し

たマスクを用いてパターンを露光した。現像後にドライエッ

チングを行った。実験条件は以下の通りである。  

・レジスト液：S1808および S1813 

・露光出力：130～150 mJ 

・ドライエッチング：60～180秒 

・マスクパターン：スクエア、 

    サイズ/ピッチ(μm)＝1/1、1.2/1.2、1.4/1.4、2/2 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

レジスト液に S1808を用い、マスクパターン 2/2を用い

ると、良好なパターンが形成されていることを光学顕微鏡

で確認できた。この時のエッチング時間は 60 秒である。

エッチング時間を 180 秒にすると、レジストが消滅してい

た。また、マスクパターンが 1/1 ではパターン解像できな

かった。マスクパターン 1.2/1.2や 1.4/1.4ではレジストが

消滅することなく、パターン形成が確認できた。エッチン

グ時間を調整することで、図に示すように 0.8 μm 程度

のピラー群を作製することができた。 
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Fig. 1 SEM images of fabricated pillar array. 

(mask pattern:1.2/1.2) 

 


